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(57) Abstract: The aim of the invention is to use a slow dissolving ceramic substrate for components mounted according to the 
Flip-Clip method, particularly surface wave components, whereby multi-layered metallisations are optionally produced thereon by 
metal deposition. The bumps can also be produced by self-adjusting metal deposition. 



o 



(57) Zusammenfassung: Fur in Flip-Chip-Technik montierte Bauelemente, insbesondere Oberflachenwellenbauelemente wird vor- 
geschlagen, ein schwundarmes Keramiksubstrat zu verwenden, iiber diesem ggf. mehrschichtige Metallisierungen durch Metallab- 
scheidung zu erzeugen. Auch die Bumps konnen durch selbstjustierende Me-tallabscheidung erzeugt werden. 
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Beschreibung 

Substrat fur ein elektrisches Bauelement und Verfahren zur 
Herstellung 

5 

Mit Hilfe der Flip-Chip-Technik gelingt es, Oberf lachenwel- 
lenbauelemente in einfacher Weise auf einem Trager, bei- 
spielsweise einer Platine, zu befestigen und zu kontaktieren, 
das Bauelement dabei mechanisch geschutzt anzuordnen und die 

10 gesamte Anordnung weiter in der GroSe zu reduzieren. Dazu ■ 
werden die piezoelektrischen Substrate, auf denen das Ober- 
f lachenwellenbauelement in Form von Metallisierungen reali- 
siert ist, auf der Oberf lache mit lotfahigen Kontakten verse- 
hen. Auf einer Basisplatte, beispielsweise einer keramischen 

15 Mehrschichtplatte aus HTCC-Keramik sind entsprechende Gegen- 
kontakte, die Lotpads vorgesehen. Diese Lotpads sind iiber 
Durchkontaktierungen in der Basisplatte angeordnet oder uber 
metallische Leiterbahnen mit diesen verbunden, so dass der 
elektrische Anschlufi an der Ruckseite Basisplatte erfolgen 

20 kann. Mit nach unten weisenden Metallisierungen wird das 

Oberf lachenwellensubstrat nun auf der Basisplatte montiert 
und mit Hilfe von Lothockern - Bumps - die Verbindung zwi- 
schen den Lotpads und den lotfahigen Kontakten auf dem Chip 
hergestellt. 

25 

Die Bauelementstrukturen auf dem Chip bleiben dabei von der 
Basisplatte beabstandet und sind in dem zwischen Chip und Ba- 
sisplatte gebildeten Zwischenraum mechanisch geschutzt . Mog- 
lich ist es auch, die Bauelementstrukturen vor der Montage 

30 des Chips auf der Basisplatte mit Hilfe einer Abdeckung zu 

schutzen, die beispielsweise in einem integrierten Verfahren 
aus zwei Lagen photostrukturierbaren Materials erzeugt werden 
kann. Damit werden die Bauelementstrukturen besser gegen Urn- 
gebungseinf lusse geschutzt. Zur weiteren Versiegelung der 

35 Bauelemente ist es moglich, den Chip abzudecken, beispiels- 
weise mit einer Folie oder einer Schicht, die im Randbereich 
dicht mit der Basisplatte abschlieSt. Mit Hilfe einer Metall- 
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schicht oder Metall-Teilschicht gelingt zusatzlich eine HF- 
Abschirmung des Oberf lachenwellenbauelements . 

Mit zunehmender Miniaturisierung von in Flip-Chip-Technik 
5 montierten Oberf lachenwellenbauelement en steigen die Anf orde- 
rungen an die Basisplatte und die verwendeten Auf bautechni- 
ken. Beispielsweise ist eine groSere Anzahl von Bump- 
Verbindungen pro Flacheneinheit erf orderlich, die mit her- 
kommlichen preiswerten Verfahren oft nicht mehr realisierbar 

10 sind. Die Aufbringung von Bumps und Leiterbahnen auf der Ba- 
sisplatte erfolgte bislang in kostengunstiger Weise mittels 
Siebdruck. Damit konnen Bump - Ab s t ande bis minimal 250 /xm und 
Bump-Durchmesser bzw. Leiterbahnbreiten von minimal 80 /xm er- 
zeugt werden. Sollen noch kleinere Strukturen aufgedruckt 

15 werden, ist eine exakte Justierung der Strukturen auf der Ba- 
sisplatte nicht mehr moglich. Dieses Problem wird dadurch 
verscharft, dass die Durchkontaktierungen der Basisplatte be- 
reits im Stadium der keramischen Grunfolie erzeugt werden. 
Durch Sintern wird die Grunfolie dann in die endgultige feste 

2 0 Keramik uberf uhrt . Mit herkommlich verwendeten HTCC-Keramiken 

geht dabei allerdings ein Flachenschwund einher, der einen 
Fehler von mehr als 0,2 % verursacht . Dies macht eine sichere 
Justierung von auf zudruckenden Bumps und Leiterbahnen unmog- 
lich. 

25 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Substrat 
bzw. eine Basisplatte fur in Flip- Chip -Technik auf zubringende 
Bauelemente, insbesondere Oberf lachenwellenbauelemente anzu- 
geben, welche bei weiter f ortschreitender Miniaturisierung 

3 0 eine sichere Justierung der Bauelemente ermoglicht. Eine wei- 

tere Aufgabe besteht in der Herstellung eines solchen Sub- 
strats. 

, Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch ein Substrat mit den 
35 Merkmalen von Anspruch 1 gelost . Vorteilhafte Ausgestaltungen 
der Erfindung sowie ein Verfahren zur Herstellung des Sub- 
strats gegen aus weiteren Anspriichen hervor. 
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Die Erfindung schlagt vor, als Substrat fur Flip-Chip- 
montierte Bauelemente eine verzugsarme Keramik zu verwenden 
und die ggf . erforderlichen Leiterbahnen und Underbumpmetal- 
5 lisierungen (Lotpads) mit Hilfe einer Photostrukturierung in 
einem additiven oder subtraktiven Verfahren auf dem Substrat 
. in Form einer Mehrschichtmetallisierung zu erzeugen und dar- 
uber Bumps auf zubringen. 

10 Mit einem solchen Substrat gelingt es, die bisherigen Unter- 
grenzen fur Bump-Abstande von 250 /im und von Bump- und Lei- 
terbahndurchmessern von 80 fim deutlich zu unterschreiten, so 
dass in einfacher Weise eine weitere Miniaturisierung von 
Bauelementen moglich ist . Mit der Erfindung konnen beispiels- 

15 weise Bauelemente mit Aufienabmessungen von 5x5 mm 2 oder 

besser hergestellt werden. Da die Erzeugung der Bumps auf ei- 
ner erf indungsgemaSen photolithographisch erzeugten Under- 
bumpmetallisierungen quasi selbst justierend erfolgen kann, 
konnen Bumps fur die spatere Flip-Chip-Montage einen Abstand 

20 von weniger als 100 /xm erzeugt werden. Dennoch ist es mit der 
Erfindung moglich, samtliche Verarbeitungsschritte mit hohe- 
rer Justiergenauigkeit durchzuf uhren, so dass das Bauelement 
mit hoher Zuverlassigkeit und mit wenig AusschuS herstellbar 
ist, 

25 

Die erf indungsgemaE verwendete verzugsarme Keramik zeigt beim 
Sintern einen Schwund mit einem Fehler von weniger als 0,1 %, 
was im Rahmen der zulassigen Toleranzgrenzen eine sichere Ju- 
stierung der Metallisierungen auf dem Substrat relativ zu den 
3 0 vor dem Sintern eingebrachten Durchkontaktierungen erlaubt. 
Eine besonders schwundarme Keramik ist beispielsweise eine 
ausgewahlte non- shrinkage LTCC- Keramik (Low Temperature Cofi- 
red Ceramic) . 

35 Eine herkommliche, beispielsweise durch Ausstanzen der Grun- 
folie erzeugte Durchkontaktierung weist ublicherweise Durch- 
messer von 150 auf. In anspruchsvollen Verfahren lassen 
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sich auch Durchkontaktierungen mit Durchmessern von 100 fim 
oder gar 80 (xm erzeugen. Da ein erf indungsgemaSes Substrat 
jedoch Bump-Durchmesser von weniger als 75 /zm aufweisen kann, 
ist es vorteilhaft, die Lotpads zur Definition der Bumps 
5 nicht direkt auf dem Substrat zu erzeugen, sondern diese in 
einem Mehrschichtauf bau zu realisieren, welcher zumindest ei- 
ne Isolationsschicht uber dem Substrat und zumindest eine 
elektrisch leitende Schicht uber der isolierenden Schicht um- 
faSt. In solchen Mehrschichtmetallisierungen lassen sich in 

10 einfacher Weise beliebige Verdrahtungsmuster und Lotpadgeome- 
trien verwirklichen. GroSflachige AnschluSf lichen zur Kontak- 
tierung der Durchkontaktierungen konnen so mit Isolations- 
schichten abgedeckt werden, uber denen dann kleinf lachigere 
Lotpads mit geringem Abstand als Underbumpmetallisierung er- 

15 zeugt werden konnen. So gelingt eine Kompensation der durch 

das Keramiksubstrat verursachten Ungenauigkeiten, die kleine- 
re Bumpabmessurigen und -Abstande ermoglicht. 

Die Isolationsschichten fur die Mehrschichtmetallisierung 
20 sind vorzugsweise photostrukturierbar und besonders vorteil- 
haft als lichtempf indliche Photoresists eingestellt. Geeigne- 
te Basispolymere fur diese photostrukturierbaren Isolations- 
schichten konnen die fur Hochtemperaturbestandigkeit bekann- 
ten Polyimide, Polybenzoxazol (PBO) oder Benzocyclobuten 
25 (BCB) sein. Diese Polymere konnen entweder als negativ arbei- 
tender Photoresist, welcher in bestrahlten Gebieten vernetzt, 
dabei unloslich wird und seine thermische und chemische Resi- 
stenz erhoht, oder als Positivresist eingestellt sein, dessen 
Loslichkeit durch Bestrahlung erhoht werden kann. 

30 

Im additiven Verfahren werden die Metal lisierungen mittels 
Photoresist oder photostrukturierbarer Isolationsschichten 
zunachst definiert. Dazu kann zunachst eine Girundmetallisie- 
rung aufgebracht werden, beispielsweise durch Sputtern oder 
35 Aufdampfen. AnschlieSend wird diese mit einer strukturierten 
Resistschicht oder Photoresistschicht abgedeckt, in der die 
zu metallisierenden Bereiche f reigelegt sind. Zur Aufdickung 
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der Grundmetallisierung werden in den freigelegten Bereichen 
die Metallisierungen aus der Losung abgeschieden. Dazu eignen 
sich sowohl stromlose als auch galvanische Verfahren, die 
vorteilhaf terweise auch kombiniert angewendet werden konnen. 
5 Eine Mehrschichtmetallisierung umfaSt z. B. eine Haft- oder 
Keimschicht, eine schnell wachsende Leitschicht und daruber 
ublicherweise eine Passivierungsschicht aus einem Metall, das 
oxidationsbestandig ist oder welches mittels diinner Oxid- 
schicht versehen eine Eigenpassivierung zeigt. Fur solche Me- 
10 tall isierungen sind eine Reihe von Verfahren bekannt, die je- 
doch nicht Gegenstand der Erfindung sind. 

Im ebenfalls moglichen subtraktiven Verfahren werden die Me- 
tallisierungen durch Aufdampfen oder Sputtern zunachst ganz- 
15 flachig in der gewunschten Schichtdicke aufgebracht und erst 
anschlieSerid strukturiert , beispielsweise mittels Atzen durch 
eine strukturierte Resistschicht als Atzmaske. 

Die exakte geometrische Definition der Metallisierungen in 
20 der photostrukturierbaren Schicht gelingt mittels bildhafter 
Belichtung, die mit einer entsprechend justierten Fotomaske 
durchgefuhrt werden kann. Moglich ist es jedoch auch, die Be- 
lichtung der photostrukturierbaren Schicht mittels scannender 
Laserbelichtung durchzufuhren, die mit Hilf e von Orientie- 
25 rungsmarken auf dem Substrat selbst justierend durchgefuhrt 
werden kann. 

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist es moglich, ein oder 
mehrere Durchkontaktierungen als Justierungsmarken fur die 
30 selbst just ierende scannende Laserbelichtung zu verwenden. 

Dies garantiert eine exakte relative Positionierung der me- 
tallischen Strukturen auf dem Substrat relativ zu den bereits 
vorher vorhandenen Durchkontaktierungen. 

35 Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausf uhrungsbei- 
spiels und der dazugehorigen sieben Figuren naher erlautert. 



_ 4 % _ 



Die Figuren zeigen anhand schematischer Querschnitte ver- 
schiedene Verf ahrensstuf en bei der Herstellung eines erfin- 
dungsgemaSen beispielsweise mit einem Oberf lachenwellenbau- 
element bestuckten Substrats. 

5 

Die Figuren dienen nur zum besseren Verstandnis der Erf indung 
und stellen keine maSstabsgetreuen Abbildungen des Baulements 
dar . 

10 Eine keramische Grunfolie aus einem LTCOMaterial wird beir 

spielsweise durch Stanzen mit fur aufiere Anschliisse erf order- 
lichen Durchkontaktierungen D versehen. Die Folie wird gesin- 
tert, wobei sie einen exakt definierten lateralen Schwund mit 
einem Fehler von weniger als 0,1% auf weist . Figur 1 zeigt das 

15 mit den Durchkontaktierungen D versehene Substrat in diesem 
Zustand. 

Auf dem Substrat S wird nun eine erste photostrukturierbare 
Schicht PI ganzf lachig aufgebracht und bildmaSig belichtet, 

20 urn eine erste Metallisierungsschicht zu definieren. Die auch 
als spatere Isolationsschicht dienende photostrukturierbare 
Schicht PI wird nach dem Entwickeln an den Stellen, die fur 
die erste Metallisierung Ml vorgesehen sind, entf ernt . Figur 
2 zeigt die Anordnung mit der bereits photostrukturierten 

25 Schicht PI. 

Fur die Metallisierung wird hier mittels einer stromlosen Me- 
tal labscheidung und vorzugsweise galvanischer Verstarkung in 
den Bereichen, die nicht von der ersten photostrukturierbaren 
30 Schicht PI bedeckt sind, eine diinne Metallschicht Ml abge- 

schieden, und zwar im Bereich erf orderlicher Leiterbahnen und 
Lotpads. Durch geeignete Abscheidebedingungen wird die Dicke 
der ersten Metallisierungsschicht Ml und zusammen mit der Me- 
tallauswahl deren Stromleitf ahigkeit bestimmt. 

35 

Ganzf lachig wird uber der Anordnung nun eine zweite photo- 
strukturierbare Schicht P2 aufgebracht . Durch Photostruktu- 
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rierung werden die Flachen in der ersten Metal lis ierungs- 
schicht Ml freigelegt, die Lotpads zur Aufnahme der Bumps, 
also die Underbump-Metallisierung darstellen. Figur 4 zeigt 
die Anordnung nach der Freilegung der als Lotpads LP vorgese- 
5 henen Bereiche der ersten Metallisierungsschicht Ml. 

Uber den Lotpads LP werden nun die Bumps B erzeugt, vorzugs- 
weise durch galvanische Abscheidung eines als Lot geeigneten 
Metalles oder einer Metallegierung, beispielsweise einer 

10 Blei/Zinnlegierung. Da bei der galvanischen Abscheidung die 
zweite photostrukturierbare Schicht P2 als Maske dient, ist 
das Verfahren zur Erzeugung der Bumps selbst justierend. Fur 
Bumpabmessungen zwischen 50 und 100|im ist auch Schablonen- 
druck zum Erzeugen der Bumps geeignet . Figur 5 zeigt die An- 

15 ordnung nach der Herstellung der Bumps B. Zusatzlich konnen 
in diesem Verf ahrensstadium noch an der Ruckseite des Sub- 
strats S noch die SMD-Metallisierungen T erzeugt werden, mit 
deren Hilfe das Substrat S spater auf eine Platine aufgelotet 
werden kann. 

20 

Auf das so fertig vorbereitete Substrat wird nun ein elektri- 
sches Bauelement, z.B. ein Oberf lachenwellenbauelement in 
Flip-Chip-Technik aufgelotet. Dazu wird der piezoelektrische 
Chip C, welcher an seiner Oberseite die Bauelementstrukturen 

25 in Form von elektrisch leitfahigen Strukturen L aufweist, mit 
zum Substrat S weisenden Bauelementstrukturen L auf die Bumps 
B aufgesetzt. Dazu weist der Chip C auf der (nach unten wei- 
senden) Oberflache lotfahige Metallisierungen auf, die die 
AnschluEmetallisierung fur die Bauelementstrukturen L dar- 

3 0 stellen. Durch Aufschmelzen der Bumps B wird die Lotung 

durchgef uhrt . In Figur 6 ist die Anordnung mit dem auf dem 
Chip C realisierten Oberf lachenwellenbauelement in diesem 
Stadium dargestellt. Zusatzlich zeigt Figur 6 eine von der 
Anmelderin als PROTEC bezeichnete Schutzabdeckung, welche wie 

3 5 eine Abdeckkappe uber den Bauelementstrukturen L auf set zt. 

Vorzugsweise besteht die Abdeckung aus einem die Bauelement- 
strukturen L umschliefienden Rahmen R, welcher gleichzeitig 
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Auflage und Abstandselement fur die Abdeckschicht A dar- 
stellt. Auf diese Weise sind die Bauelementstrukturen L in 
einem Hohlraum H zwischen Abdeckung A und Chip C sicher un- 
tergebracht . 

5 

Obwohl mit der PROTEC -Abdeckung bereits ein hinreichender 
Schutz fur die Bauelementstrukturen L gegen Umwelteinf lusse 
gegeben ist, kann der Chip C zusatzlich noch mit einer 
Schutzschicht SS abgedeckt werden. Diese liegt auf der Ruck- 

10 seite des Chips C auf und schlieSt am Rand mit der obersten 
Substratschicht P2 dicht ab. Die Schutzschicht SS kann eine 
ggf. mehrschichtige uber das Bauelement gelegte Folie sein. 
Moglich ist es jedoch auch, die Schutzschicht auf dem Bauele- 
ment durch Materialabscheidung zu erzeugen und ggf. in den 

15 Randbereichen zu strukturieren. Dies kann unterstutzt werden, 
wenn der Unterschnitt U zwischen dem Randbereich des Chips C 
und der Oberflache des Substrats S mit einer fliefifahigen 
Fullmasse verfullt wird, auf die sich dann in einfacher Weise 
die Schutzschicht C als Schicht aufbringen la£t, beispiels- 

20 weise durch Aufdampfen oder Aufsputtern eines Metalls. 

Figur 7 zeigt das Bauelement mit der f ertiggestellten Schutz- 
schicht SS. Da samtliche bisherigen Verf ahrensschritte vor- 
zugsweise im Nutzen durchgefuhrt wurden, bei dem auf einem 
25 groSflachigen Subs t rat mehrere Chips in einem Arbeit sgang 

montiert werden, kann nun die Vereinzelung in einzelne Bau- 
elemente erfolgen. Figur 7 stellt ein solches vereinzeltes 
Bauelement dar, welches effektiv gegen Umgebungseinf lusse , 
insbesondere mechanische Einwirkungen, Feuchtigkeit , Staub 
30 oder Chemikalien geschiitzt ist. Die Gesamtabmessungen des 
Bauelements sind nur wenig groSer als die Oberflache des 
Chips, sind daher auSerst platzsparend und werden von der An- 
melderin als CSSP (Chip Size SAW Package) bezeichnet. 

35 Obwohl nur anhand eines Ausf uhrungsbeispiels beschrieben, ist 
die Erfindung nicht auf dieses beschrankt . Insbesondere ist 
es moglich, auch fur das Substrat S einen Mehrschichtauf bau 
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zu wahlen, bei dem mehrere der dargestellten Griinfolien ggf . 
unter der Dazwischenanordnung von Leiterbahnstrukturen zu ei- 
nem dickeren mehrschichtigen Substrat vereinigt werden kon- 
nen. Auch der Aufbau der Metal 1 is ierungen auf der Oberflache 
5 des Substrats mufi nicht der dargestellten Form genugen. Mog- 
lich ist es auch, weitere Metallisierungsschichten von belie- 
biger Struktur und Dicke zu erzeugen. Letztlich kann dies der 
besseren Justierung der Lotpads dienen, uber denen schlieS- 
lich selbst justierend die Bumps erzeugt werden. Der Oberfla- 

10 chenwellenchip kann eine oder mehrere PROTEC Abdeckungen auf- 
weisen / kann aber auch ohne diese Abdeckung auf dem Siobstrat 
montiert werden. Es kann auch ein ein anderes Bauelement auf 
diese Weise verarbeitet, montiert und geschutzt werden, bei- 
spielsweise ein IC oder auch ein passives Bauelement. Die 

15 Schutzschicht SS kann ein- und mehrschichtig sein, wobei eine 
oder mehrere dieser Schichten eine Metallschicht umfassen 
konnen. AuSerdem ist es moglich, das gesamte Bauelement ober- 
halb der Schutzschicht SS noch mit einem GieSharz abzudecken 
oder mit einer Kunststof fmasse zu umspritzen, was dem weite- 

20 ren Schutz des Bauelements dient. 



WO 02/061833 PCT/DE02/00180 



10 

Patentanspruche 

1. Substrat mit darauf in Flip-Chip Technik mittels Bumps (B) 
montierten Bauelementen (C) - Chips 

5 dadurch gekennzeichnet , 

daS.das Substrat (S) zumindest eine Schicht einer verzugs- 
armen Keramik umfaSt, 

daS Durchkontaktierungen (D) durch die zumindest eine 
Schicht vorgesehen sind, 
10 daS chipseitig Underbumpmetallisierungen (Ml) auf dem Sub- 

strat vorgesehen sind, die iiber Leiterbahnen mit den 
Durchkontaktierungen verbunden sind, und 
daS die Bumps (B) galvanisch oder stromlos abgeschieden 
aus einer Mehrschichtmetallisierung (Ml) aufgebaut sind. 

15 

2. Substrat nach Anspruch 1, 

bei dem der Abstand der Bumps (B) weniger als 75 ^im be- 
tragt . 

2 0 3. Substrat nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem das Substrat eine LTCC Keramik umfafit. 

4. Substrat nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

bei dem das Substrat (S) eine beim Sintern verzugsarme Ke- 
25 ramik umfafit, deren Schwund nach dem Sintern einem Fehler 

von weniger als 0,1% erzeugt . 

5. Verfahren zur Herstellung eines Substrats fur in Flip-Chip 
Technik mittels Bumps (B) montierbaren Bauelementen 

3 0 Chips (C) , 

bei dem in einer verzugsarmen keramischen Grunfolie Off- 
nungen fur Durchkontaktierungen (D) erzeugt werden, 
bei dem gegebenenf alls mehrere Grunfolien mit dazwischen 
angeordneten Leiterbahnen zu einem mehrschichtigen Aufbau 
35 (S) vereinigt werden, 

bei dem der gegebenenf alls mehrschichtige Aufbau gesintert 
wird, 
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bei dem auf der Oberflache des Aufbaus mitt els einer Pho- 
tostrukturierung Lotpads (LP) und diese mit den Durchkon- 
taktierungen verbindende Leiterbahnen def iniert und mit- 
tels galvanischer und/oder stromloser Metal labscheidung 
verstarkt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 

bei dem als Grunfolie eine LTTC-Keramikf olie verwendet 
wird, bei der der Sinterschwund einen Fehler von weniger 
als 0,1% verursacht . 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 5 oder 6, 

bei dem zur Photostrukturierung ganzflachig eine Photo- 
lackschicht (PI) aufgebracht, bildhaft belichtet und an- 
schliefiend entwickelt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, 

bei dem zur bildhaften Belichtung der Photolackschicht 
(pi) eine scannende Laserbelichtung durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, 

bei dem eine selbst justierende scannende Laserbelichtung 
durchgefuhrt wird, wobei als Justiermarken die Durchkon- 
taktierungen (D) verwendet werden. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 5 bis 9, 

bei dem Leiterbahnen und Lotpads (LP) in einem Mehr- 
schichtaufbau (Ml) realisiert werden, fur den zumindest 
eine isolierende Schicht (P1,P2) und eine leitfahige 
Schicht (Ml) ubereinander erzeugt werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, 

bei dem photostrukturierbare isolierende Schichten (P1,P2) 
fur den Mehrschichtaufbau erzeugt werden, welche ausge- 
wahlt sind aus Polyimid, Polybenzoxazol oder Benzobicyclo- 
buten. 
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12.Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 11, 

bei dem auf die iiber den Lotpads (LP) erzeugten Bumps (B) 
ein elektrisches Baueiement, insbesondere ein Oberflachen- 
wellenbauelement (C) mit zum Substrat weisenden Oberfla- 
chenwellenstrukturen (L) uber seine lotfahigen Metallisie- 
rungen aufgesetzt und verlotet wird. 
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